Transistor
NPN - Sitizium

BLY 61 TI Kolleklor h/r vefouse V:rbayalan A
Co c

1.
11
1.1.1,

112 °

1.13.
114,

12

1.2.1,
122
1.23.
1.24.
1.25,
1.26.
1.27.
1.28.

13.
13.1.

13.2.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.

13.7.
1.3.8.
139.

1.3.10.
13.11.

1312
1383

1.4.

‘Gehausewerkstoff:

Eigenschaften - -
Mechanische Ausfdhrung
Gehduseart: JEDEC 77-N/DIN 503

Mmeall

Gehauseoberfliche:
AnschiuBdréhte l6tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Kollektor-Reststrom:
Emitter-Reststrom:
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
Wechselstrom-Verstarker-Faktor:
Kolleklor-Sattigungsspannung:

' Basis-Sittigungsspannung:

Kollektor-Sperrschichl-Kapazitit:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
Waérme-Innenwiderstand:
Wiérmewiderstand:
Ausgangsteistung :
A’o//e/dorm'rkuzps grad':

Obrige elektr. Werte nach

NIN

Nicht for
Neukonstr,

Y
) 2277 X3
% of W
< 2 % i; AW
g "_06‘ P‘;/ ‘“” § $~ : - | =
e T '
PN e
L 5 635
‘ 7 6rontmal
< Aleinstrma/3
qumel- Wert MeBbedingung
zeichen
Ucso 76 V| e-= °C
Uceo 8 v | oo, = °c
Ugso 4 Viaes= oc
Ic 95 Al o= °C
Pioy 55 W | 0,= 25 °C Ff-= 175 Miz
1, -E5 bis +200°C .
B -65°C bis +200°C
i 220 °C | t= 0 4, dz 15mm vom Gerduse
Iceo S0 nA | Ug= 13 V
leso = A | Ucg = V.o, = °c
leso - A | Ug= v
fr S50 MHz | Ug= 73 V.ic = 50 mAt= 100 MHz
B 26 Uke= S Vg =350 mA
hre - Uce = Vi = At= KHz
UcEsat ar V |ic =0mAlg = 20 mA
Ucksat - v lc = Alg = A
UgEsar 10 v lc =700mAlg =20 mA
Ces g b5 5 pF Usg= 73 Vlg= 0 Aft= 7 MHz
Ces - PF | Ugs = Vilg = Af= MHz
RinG S30 °c/ w
Rinu °C/mwW
;7 :5/'00 .;: }Ucc‘ 13 Y By~ 100mW Fr {75 MHz

%xas Instruments Dafenblat! (Ausg. 1970)



Transistor
NPN- Silizium

1.1.1,
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.

1372

1.5.

16

BLY62 TI

1.3.10.
1.3.11.

B
-~
E ‘ol
b %‘I
Eigenschaften

Mechanische Ausfihrung
Gehauseart: JEDEC®/J-/17/DIN -
Gehausewerkstoff:
Gehauseoberflache:
AnschluBdrahte I6tbar vzin/vgol

Kunstsltofr

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitier-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:

Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Kolieklor-Restistrom:

Emitter-Reststrom:
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verslérkey&-
Wechselstrom-Vert g
Kollektcr-Sattigung sfpannuing:
SBasis-Sattigungdspannung:
Kollektor-Spefrschicht-Kapazitat:
rrschicht-Kapazitat:
nenwigerstand:

Emilter-Sp,

widerstand:  »
ngslesivng:
e/ tormirkungsgrod -

Ubrige efektr. Werte nach

Zubehorteile

///.ﬁh’fl\'s' :

744
VGr5Blrall I 4z
?)‘ Klemstmal =735 -

Fo'rmel- ;’{ Wert Et‘ MeBbedingung

zeichen . f P

Ucso g{ ??5 W ty, = °C

UCEO ¥, / 18 A \Y {}u = °C

Ueso 7 / VI g, = °c

Ic ¢ Al g, = e

Prot ?o W lg= 25 ° 7w~ 175 ¥

o, . ~C5°C brs +20FC

WY |t s

) 230 |t W s, @ & 15mm vorr Goiouse
Iceo g 10 MA U= B V

Ja’s) = A VU= V= T

leso - Al Up= v

1y 420 FiHz UCi = /3 V, ‘C = 100 mA ¢ = oo vedz
B 40 Ug= & Vic= 05 A

i - Uce = V. ic Af= KMz
Ucroar a25 v le = 10 A13= 02 &

Uctsar - A lc = Alg = A

UsEser 77 V | ic = £0Alg= 22 A

Ccs 0 bis 16 pr | U= 77 Vig= 0 Ad= f MHz
CES — pF U&ﬁ = V. lc == Al = Miiz
R s B e20cs w

RthU - SC/mW

) 2 5

_g :\;27 ,Z 1(/“ = 13 VR« [ Wle 175 fir
Jexas Instrurminds Dafentiall  (Rusg. 1970)

I Sechskantmutier, [ Unleriegscheibe
nax. AnZLgsorehmoment fur flonfoge Eiack - lbs 2 Jermeic



Transistor
__NPN-Silizium \

BLY63 Ti

#1852 °

1. . Elgemduma
1.1 Mechanische Auslﬁhrung
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC®/U-/DIN -

112 Gehausewerkstoff: Aunststoff
1.13. Gehauseoberflache: —_— o . {fﬂ
1.14.  Anschiusdrante Idtbar vzin/vgol ' ' / I s | <27
A ' Formel- v f Wert MeBbedingung
12. Grenzwerte zeichen
121.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso \ \?:35 vV |o-= °C
122 Koliektor-Emitter-Spannung: Uceo ) 2L 18 v 0, = oC
123. Emmer-Basns-Spannung s Ueso } 4 v 8, = oc
124.  Kollektorstrom: e ! ‘ 5 Al e, = °c
125. Verlustieistung: Piot ‘y 50 Wl 8= 28 ©°C,f= 175 /W
126. Temperaturbereich (Lagerung): 0, ~65° brs +200°
127.  Sperrschicht-Temperatur: -65° bis 'ng )
128 Ldttemperatur: 270 t=s O 4, d 2 15mm vomn Gerouse

N\
X
] 0 . pA | Ug= 73 V

@ A UCB = V, ﬁu = °C

A Ugg = v

1.3; . Kennwerte dbei 25°C
131. Kollem-ﬂmm

132. Emitter-Reststrom:

133. Grenzfrequenz: .3?0 MHz U = Vic = Af= MHz

134. Gieimwom-Vevstﬁrker:&r "35 Uce = V.ic = A )

1.35.  Wechselstrom-Verstarkexfbéktor — Uge = V,ic = Af=  KHz
'l 136 Kollektor-Sattigungss 04 V |ic = Alg = A

- v Ic = Alg = A

13.7 Basns-Saﬂogu;ﬁa ung: 11, Vv Ic = Alg = A

138. Kollektor-Sp pht-Kapazitat: Ccs IS5 b5 65 oF | Ugg= /3 Vig= 0 Af= 1 MHz

138. Emitter-Spe Kcht-Kapazitat: Ces - PF | Ug = V,ic = Af= MHz

13.10. Wiarme-lnne sitlerstand: T Ruwe - S1f42°C/ W :

13.11. Warmewide d: . R — °C/mwW

1312 A stung: 5 2.5 W |

13.8  Kollektof wirkungsgrod: 7 -1 amw % }”“ S B WA 5 KWFe 175 pme

s e e e e

14. / Obrige elektr. Werte nach fexas Instruments Dafenblatt (Ausg. 1970) .

Zubehdrteile " ISechskantmutter, | Unferlegstherbe

16. Hinwers : : flax.  Anzugsdrefimoment fiur Montoge : Sinch - lbs @ 7crm kg




Transistor\

npn - Silizium

-
alle Anschllisse sind vom Gehduse isoliert

l

~

BLY 6%
SGS

— ¢ 10 -32 UNF- 24
o L_|THD (coated)

C  Ansichtin
B Richtung

e A :T :

972
1)
o
Ua
Sy

971
8,

5

&,

7

1)

"/ A0

£}
Cion o)
1. Eg_.gsc._.afte_n —_— 11'11) e —— 19'1. ’)—h 1m5 1) f“—
' 1089 14,59 10,22

1.1, Mechanische Ausflihrung
£ 1.1.1. Gehiuseari: JEDZC 70 59DIN . ) C
1,12, GehZusewarkstofi: Metall fGro_/?z‘ma/J
" 118, Gehiuscoberiiiche: ZKleinstmall - s4¢ :
{ 114, AncchicBdrihte l8tbar vzin/vgol FinbaumaBe S 4 Gick

i Fo'r m;% Wert ‘ MefBbedingung
P12 Grenowerte zelgh :
L 21 K tor-Basis-Spannung: 80 V = °C
i 122 Kel e\.cn_mxt‘er-Spannung CE 80 V.|bu= °c
E 128, Emitter-Basis-Spannung: “‘I. Uzso 6 V = °C
£ 104 Kolcktorsirom: o 5 A fbu= - °C
: 1.2.5. Vel.hs:iexszurg Piot 50 Witg= 50 . °C, Ugmax=35V -
. 1.2.8. Tempzraturbereich (Lagerung): ds -55 bis200°C .
% 127, Ssermrschizhi-Temperatur: 9 *200 °C - )
P18 Levemperatur 0 t260 °C-{t= 10 sec
g‘ |
‘73 Kennwerte bei 259C :
2) 1.2.1. Koliektor-Restsiren lcre =10 pA ‘|Uce= 40 VU= 0
E Icso — A lUg= V, iy = °Cc
122, Emitter-Resistrof: IEBO -1 mA |Ugs= § V
ok urc:*.zfn,c‘_le': £ o/ = 60 Mz -fUce= 5  V,ilc= (5 Af=2p MHz
1.3.4 erstarker-Faktor: B -2 U= 5 .Vic= 5 ., A
1.3.5 fom-Verstirker-Faktor hte — Ucg = V,lg= A f= NH:z
1.3.6 -Sattigungsspannung: ‘ UCEaat =05 Vi ilec = 25 Als= 025 A
UCEsat =15 Viile =5 A= p5 . A
157, Usesat | <22V Jic = 5 A= g5 A
1.3.8. K¢hlektor-Sperrschicht-Kapazitit: Ccs =250 PF -jUcs= 10 V= o . Af=1 WNHz
1.2.6. Zmitter-Sperrschicht-Kapazita:: Cks — pF |Ugp = V,lc = A= MHz
712810 Werme-Innenwiderstand: Rue =3 °C/ W ’
f 1.3.11. Wiarmewiderstand: ReaG | — °C/mW
5

Gbrige elektr. Werte na.h S$GS- Da[‘enb/df{, Ausg. Dez \(Gorer™"

Zubehdrteile nach X Sechskantmutter und Sicherungsring gehéren zum
Lieferumfang




transisior \_
pnp=Silizium -

-

Re,

33«)

alle Anschlisse sind vom Gehduse
isoliert

B Ansicht in WA —
- . Richtung A -J% -
AN =4
- - 3B %

1. Eigenschaften

" R W

; 1.1, Mechanische Ausfihrung : i

f 1.1.1. CGehéuscart: JEDEC TOSYDIN - . #KleinsimaB

f 1.1.2. Gehiusewerkstoff: Metall - 54 8

¢ 1.1.3. Geniuzcoperiliche:

| 114 Ancchlufdrihte lgthar vzin/vgol

: Formel- Werf . MeSbedingung

' 1.2, Grenzwerie z&icaen 4

1 195, Koliskior-Basis-Spannung: — Uczo /50 Veldy= °C

: 1.2.2. Kollekior-Emitter-Spannung: — Uceo Vi 50 V ‘toy= °C

" 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: — Ueeo / 5 V gb= °Cc

L 1.0.4. Koilektorstrom: —Ic Vi 5 A {= °C

;. 1.23. Verlusteiztung: Ptot ,J' 50 W -lbg= 50 - 8C —Uce=35V.

1.2.3. Temperaiurnereich {Lagerung): ¥s ~l.-"l —55 bis200 °C -

1T ; T +200 °C

123 e 260 o°c.|t= 10 . sec

‘ Y L"\\

: - G

. '

. 1.8, Xennwerte bei 25°C

124, Koliekior-Reststrom: l\’&,) Iczs < 10 4A U= 40 v -

: N\' Iceo — A |Us= V, by = °c

. 1.3.2. Emitler-Resistrom: lIes0 —_ A |Ugs= Y

R RCH i a o > 60MHz -Ucz= 5 V,iic= 05 Af=20MH:
i .34 G:aEcl‘.eircm-Verstérker-Faktor:';‘ B > 20 c Hlee= 5 V,ic= 5 A

f 1.2.5. Woechselsirom-Verstirker-Faktor: hte - |Uce= V,lc = Af= MHz.
; 1.2.3. Kolickior-Sittigungsspannung: Ucesat .| < 075 V .He = 25 Alg= 025 A ’
i K UcEsat | =< 71,5 VeHe = 5 Alg= 0,5 A

F1z7. zsis-Sattigungsspannung: . UBEsat <22 V:Hec = 5 A= 05 A Z
? 1.3.8. 'r(o!!ektcr-Sperrsdmich’g#(apazitét: Ces <250 PpF.PUes= 710 V,le= O Af=17 MHz:
E 1.3.8. Emitter-Sperrschid’xt;f(apazitét: Ces — pF |Ug= V,lg = Af= MH:z .
§ 1.3.10. Wirme-innenwiderstand: RueG < 3°C/. W s ‘
Fisat. \*"Ermewiderstangif Ruyu —o°C/mW

‘ L4 Ct»rige_ﬁ:!ek‘ir. Werte nach SGS—Datenblatt, Ausg Dez. 1967 -

N i

s 15 Zubc;f:‘c;rteiie nach F)Sechskantmutter und Sicherungsring gehéren zum
z / Lieferumfang

; /



BRY5S &

ristortriode

/60

Thomson (SF

1 Tligenschaften

1.1 GehJuse : 10-18

1.1.1  Werkstoff: Metall

1.1.2 Oberfl3che :

113 Anschlsse:  verzinnt/vergoldet
1.1.4  Kennzeichnung : Typ aufgestempelt

1.2 Grenzwert bei v-j =z 40...+1259C

Rgx = 1000 Q

1.2.1
1.2.2
1.2.3

" Sperrspannung in Sperrichtung :

DurchlaBstrom, effektiv :

1.2.%  StoBstrom :

1.2.5 Grenzlastintegral :

1.2.6 _ Stromsteilheit : -
1.2.7 Gatesperrspannung :

1.2.8 Spitzen-Steververlustleistung :
1.2.9 Mittlere-Steuerverlustleistung :
1.2.10 Betriebstemperaturbereich :
1.2.11 Lagertemperaturbereich :

1.2.12 Wirmewlderstand :

1.3 Elektrische Werte g = +25%

1.3.1
1.’.2
1.503
1.3.4
1.3.5
1.3.6
3.7

‘Dufchlaﬂspannung :

Sperrstrom (vor + rlckwirts) :
lBndstrom :

lUndspannung :

Haltestrom :

Einraststros :
10ndverzdgerung :

13.8 Freiwverdezeit :

1.3.9

.

| NN e l

NN

NN

oo

oy i - Q%.

N - b 4_ ;

h Y H - ar :

ii

. O.78 max. ; i
Bt ? Aan 7 B

’ min.

Sperrspannung . in OurchlaBrichtung :

Spannuﬁgsanstiegsgeschvindigkcit :

duf dt

}s. Tabelle

0,8

8 A

0,32 A2s

- 00 M ps
6 v

0,1 W

0,01 W
“40,..¢125 o
<40...+150 OC
50 9C/w

v
v
A

uAa

LIYAR |
1T uA
200 pA
0,8 v
§ m
- - ‘BA

2 us

HANA HAUA UA

8 ps

10 Vus

50V

v = 70°C

tp <10 s

tp > 1as

1 =204, tp £ Vs, lgr =14
fagx = 50 Hz, tr ¢ 0,2s

If=1A.tp=1us

Ugem = Uprm sfab., Rk = 1 kQ
Uak = 6 v, RL = 100 Q, Rox = 140
UAK = 6 V, R_ = 100 Q

b ==V, Rx=z 1K

G ==-VoRex=e =0

Uy = Upgm, Ry =50 0, Rgk = 1 k9
Igs =50, tp=5 us.f, = 40 ns
Rex = 14Q, It = 1an, tp = 50 us
Ug =20V, Upg = 0,67 - Upgu
du/dt = § V/us

Rgx = 1KQ, T, = 1250

U =0,67  Uppy



" Unijunction - Tronsistor™

]

Silizium
Anwendungscode >
Gerate Kilima-Kissse S v 5 8 A M
Kiasse n. DIN 40040 A ) ‘ 4
K F K c ) - " " ’~"
ERP-Ber. Nr.: -
Datum : ) ~ K
i
|
. ‘ G *
1. Eigenschaften:
1.1 ' Mechan. Ausfiihrung: .
1.1.1 Gehduseart: + ~JEDEC TO 18 DIN 1
1.1.2 Gehdusewerkstoff: Metall ’ ‘
1.1.3 Gehduseoberfliche: -
1.1.4 AnschluBfdrihte: 16tbar verzin%, / vergoldet
1.2 Crenzwerte: Formelz. |§€rt MeSbedingungen
1.2.1 Posit. GCate-Kathoden- U 40 v Qﬂ
GKO q
Sperrspannung .
1.2,2 Negative Gate-Kathoden- UGK 5 V A ’
Sperrspannung P
1.2.3 Gate-Anoden Sperrspanng. IR 40 VA
1.2.4 Anoden-Kathoden-Sperr- + qu;
spannung —UAKO 4 v
1.2.5 Anodenstrom O' IA 150 ma
1.2.6 Anodenspitzenstrom IA! 4 2 A
1.2.7 Gatestrom §>\ 1, 20 mA
t
1.2.8 Sesam;v;;%qu istung Pto% 300 mW
1.2.9 S%ggrsch' temperatur , tj 125 °c .
1.2.10Lageru temperatur tstg -55...+125 °¢
1.3 Kenﬂéﬁ:en: (vei 25 °c) ‘
1.3 itive Gate-Kathoden- 1) min, 40 V
chbruchspannung (BR)GKO
) I = 100 nA .
1. Negative Gate-Kathoden- - :
Durchbruchspanng.-IG=500nm -U(BR)GKO nin, 5 V
3.3 énoge?ache-Durchbruchspg. U(BR)GAO min. 40 V
1.3.4 Anoden-Kathoden-Durch- tU(AR)AKO min. 40 v ,
bruchspanng. - I, = 10 nA i
1.3.5 DurchlaBspannung UF max, 1,5 V
I=50 mA )
143.6 Gatesperrstrom . IGs * |max. 100 -nA
UGK =40 V, UAK =0V 1



DSV58A

1.3.7 Hdckerstrom

Ug = 10 7,

1.3.8 Talstrom-

US = 10 V,

Ug = 10V,

RG = 1 Mi

RG = 10 ki

RG = 1/Mu

RG = 10 ki

1.3.9 0ffsetspannung

U, =107,

S

S

- ,_»__U' = 10 Y!

RG = 1 My

RG = 10 kx

1.3.10 Impulsausgangsspénng.

1.3.11 Anstiegzeit

1.4

gbrige elektrische Werte:

. i

[}

‘.

_——————————

rormelz. | Wert MeBbedingung
IP 10,15 pﬁ max.
IP 1 .uA max.
Iv 25 uA min.
Iv 25 uA min.
U_.-U 0,2 V min
P 0 0,6 -V max.
Up-Us * |0,2 V. min.
: 0,6 V max.
U 6 V min.
Q
tr 250 ns max.

‘Datenbuch 1971/72 S. 431-433

i



“Mehrfach

e

11

1.1.1. Gehduseart: JEDEC —

112
1.13.
1.14.

12,
121,

ek

Eigenschafien

Mechanische Ausflihrung

/DIN

Gehiausewerkstoff: kunststofr

Gehiuseoberfliche:

AnschluBdrihte I6tbar vzin/vgol

Grenzwerte [je Tronsistor)
Kollektor-Basis-Spannung:

1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:

123,
1.24.
1.2.5.
1.2.6.
127
128.

13.
131,

132
1.33.
134,
1.35.
1.38.

13.7.

138
1.39.

14.

1.5.

Kollektorstrom:
Verlustieistung:

Temperaturbereich (Lagerung):

Sperrschicht-Temperatur:

Léttemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Kollektor-Reststrom:

Emitter-Reststrom:
Grenzfrequenz:

Gleichstrom-Verstirker-Faktor:

Wechselstrom-Verstirker-Faktor:

Kollektor-Sittigungsspannung:

Basis-Sittigungsspannung:

Kollektor-Sperrschicht-Kapazitit:

Emitter-Sperrschicht-Kapazitit:
1.3.10. Wirme-Innenwiderstand:
13.11. Wirmewiderstand:

- Transistor-/inordnu\
NPN-8iliziurn
S6S BSwWi7 NN R=rrr
Neduiomstr, §
H
x €
¢ 3
- 3
1 * |
6!
2% 025 05 4
1 3 9 maox )
| d 1E
——20 mox:
Formel- Wert MeBbedi
seichen e eBbedingung
Ucpo 120 V |du= °C
UEeBo 5 A" 0 = °C
Ic 100 mA u = °C
Pt ® 300 mW o, = 25 °C
s -55 bis 125 °C :
0 125 °C
11 260 °C [ 1 10 SEC.
lcBo € 100 nA |Ueg= 75 V
Iceo & 0 pA |Ug= .79 V,8,= 125 ©C
IEBO s 100 nA jUg= 3 V
f'r/fﬂ 2 40 MHz U= 10 V,lc= 10 mA,f=20 MHz
B 30 bis 120 U= M0 V,ig=_ 30 mA
hte - Ucg = V,lg = Af= NH:
UcEsat £ 06 \' Ic = 10 mAlg= { mA
UCEsat - V lic = A.lp = A
UBEsat £ 08 V Jlc = 10 mAig= I mA
Ces s 35 pF |Us= 20 Vig= 0 Af=1 MH:
Cks § 25 pF ‘JUgs= 05 V,lc=" 0 Af=1 MH:
Rirg — °C/mW
Ruy — °C/mW
¥) wenn nur 1lransistor betrieben wird; mox. Yeriustieistung f. GehGuse « 500 mw
Door

Obrige elektr. Werte nach SG5- Dolenblott ,

Hinweis: - -

Ausg. Okt. 1968

—

1G Fre 10799

- Nur“zur Verwendung in 6Gerglen mil geringen klimobischen Anforderungen!



12,
1.2.14.
122
1.23.
124,
1.25.
1.26.
127,
128,

13.
1.3.1.

13.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

13.7.
1.3.8.
138
1.3.10.
1.3.11.

1.4.

Eigenschaltlen

Mechanische Ausfiithrung

Gehéduscart: JEDEC Q18 /DIN
Gehausewerkstoff:  Metall
Gehauseoberfiache:

" AnschluBdrahte iotbar vzin/vgol

Crenzwerte
Koliektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:
Veriustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschichit-Temperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25°C -~
Koliektor-Reststrom:

Emitter-Reststrom:
Grenzfrequenz:
Gieichstrom-Verstarker-Faktor:
Wechselstrom-Verstarker-Faktor:
Kollektor-Satligungsspannung:

Basis-Sattigungsspannung:
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
Waérme-Innenwiderstand:
Wiarmewiderstand:

Obrige etektr. Werte nach

vaipyo

T BS W41

—_— "Np N' o -
. : L.v-ga.‘_.A R P
oW
! IR '
N il
- —-- I
?~ - 1m¢=q:- '
| ' i
.4,£@5ﬂmx '
38 Ly —
: mmn
::'::::; 40 Went MeBbedingung
Ucso 4 v t, = “C
Ucto 5V | g, = °C
Ugso 5V {8, = °c
lem 00 A | 9, = e
Piot W 8,= s 5°C
I8 -£56C bis 280°C
% 200°C
\J 245°C | t= LY
Icso < 6,5pA | Up= 30y
Icso < HDwa | Ugg= 3 Vv,g, = 100°C
leso — A | Ugpg= v
fr/. > 20 Mz | Uge= 10 Vilc= S0zA, e 100 b
B > b Ug= 10 vic= 105a
hfa ) - UCE = V, lc = Af= Ky
Uctsor < 07V [ ic = Smag= 2584
UCEsa! S X 0.5 v |c = 15‘9:’7:/\. la = 1> BA
Ussar S 1,8V Ic = S3mAlg= 50rA
Ces S § pF Ug= 90 V.Ig = 0 Af= A RARK:
CES - pF UES = V, 'c = A f = [N
Ruc £0,175 ccrmw
Rmu S 0,5 “C/mW
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£ Kleinstman
A, . Gehduse 7p.5 JEDEC
1. Eixenschaften: . 543 DIN
{17 Werkstoff: (Gehiuse): iietall
«1.1.0berfliche:
+1.2.Anschlulldrinte: lotbar verzinnt
1.2, Gggggfgftg_bgi_gi)oc: Rennzngd Wert Melbedingung
+2¢1.Kollektor-Basis-Spng.: UCBo 60 V o
2.2.Kollektor-Emitter-Spng.: Ucko 5 V A
«2.3.Exitter-Basis-Spannung: UEBo g8 Vv :
2.b. )’ax.‘klollcktorstrom: Ic 1 A o
«2.5.Verlustleistung Ptot O, 7 'f;' ‘J(x = 45 c
«2.6.Temp.~-Bereich \La;zerun;‘ Vs —650—20'@ OC
.2.7.5perrschicht-ermperatlur: U5 +205 C
2.0 lex. Lottexmperatur: ° - c
1-5. Llestr.-derte bei 2. C:
«3¢1.FKollektor-reststrom: Iz B0 < 1C naA Usg= GOV ‘o
ICcRo < 25 uhA Ucg= €0V, V= 4150 c
«3.2.Zmitter-Reststrom: IgBo < 50 nA Uga= 5V
«3.3.Grenzfrequenz: f’l‘/ > 50 i Kz Ucg= 10 V,Ic=50 A,f= - HHz
.5.4.3lnicrstru'r Veretr.~Fakt.:| B - > 15 Ucg= 10V, lcx,lr.}z
3.0, B > 20 Ucg= 10 V,Ic=0,54
3.6, holl.—aattlgunaug,nu. Ucesat <0,z ¥ Iz =150z 4, Ibo;,..u's
UcEsat v Ig = Avlg= 4
ed.7.8asis-Sdttigungusing. UsEsat <1,3 V 1¢ =150m A, 1p=15nA
«S.0.n0ll.-Sperrscuicht-napas. | Cog < 20 pf Ucp= 10V, IE- C Ayfe ] MHz
¢5.9.Emitt.-Sperrschicht-hagaz: CE3 pF Ugp= V,1ic= A,f= MHz
«3.10.Wirme-Innenwiderstand: Rihi 62,5 gf‘/ W
«>+M.ddrmewiderstand: Reny 222 C/ i
U ng‘_‘ge elektr._aerte nach: "Fi-Da+tenbl.m™r.n i.Vorschriften 7.64
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t.1.

1.1.1.
112
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

123,

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.
1.33.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

13.7.
138.
139,

1.3.10.
1391,
1.3.92. Basis-Enitfar- Sponnure- Uiiterenz
1.3.73. Bos:s

1.4.

Eigenéchaﬂen
Mechanische Ausfihrung
Gehduseait: JEDEC TOS5 /DIN 5C3

CGehdusewerkstol: Meloll
Gechauseoberfliche: =
AnschluBdrante I15tbar vzin/vgo!

Grenzwerte
Koliekter-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Sparnung:
Kollektorstrom:
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temparatur:
Léttemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Kollektor-Reststrom:

Emitter-Reststrom:
Grenzfreguenz:
Gleichstrom-Verstarker-Fakior:

Wechselstrom-Versidrker-Fakior:

Koliektor-Sattigungsspannuny:

Basis-Sattigungsspannung:
Kollektor-Sperrschicht-Kapaziti
Emitter-Sporrschicht-Kapaxzitat:
Warme-Innenwizerstand:
Warmewiderstand:

sirom~ Verhd!tnis
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Formel- wert MeStedinoung
zeichen
Ucso 75 Vol g, = °C o
Ucso 28 \Y = °C
UEBO 7 \ = °C
Ic 05 A9, = °C
Pyos 0,7 W | g,= &5 °C
9 -65.. .4 200°C
i -65...4200°C
il 245°C 1t=s 5
'CBO < 10 nAV !.'cg = 60 ﬁ\;r' o B
Iceo T 10 uh | Ug= 60 V.§,= 750 °C
leso s 5 nA | Ug 5v
{1/ 2 70 1Rz Uce= 10 Vit = EC0m\t= 20
B Z 50 Uce= 10 V.ic = GimA
hi - Ucg = V,ic = A= e
UC‘sn‘ £y 7,5 \Y IC =150"7A_ ’5 = ',/5 A
UCES:P - Vv 'C = A, Ig = A
Ugesar : 1,3 \% lc =750mA Iy = 76mA
Ccs £ 25 PF | Upg= 40 Vi; = O Af= 4 14
Ces - PF | Ug = V, i = A= L
Rihs 59 <ciw
H‘hU 0,22 CC/mwW
! H V 3
Alge 5 i :10’/{1,6‘@1”7/1
Ipr:1g, 0,95...1,08
ternbuch Industrie-Typen 16495,/70(8., 25 .
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1. Eigenschaften
1.1. Mechanische Ausfﬁhr{mg
1.1.1. Gehausearl: JEDECTD-18/DIN
1.1.2. Gehausewerkstoff: Melall
1.13 Gehauseoberflache:
1.1.4.  AnschiuBdrahte lotbar vzin/vgol
12 Grenzwerte
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung:
1.2.2.  Kollektor-Emitter-Spannung:
1.2.3. Emilter-Basis-Spannung:
1.24. Koliektorstrom:
12.5. Verlustleistung:
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung):
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
1.28. Loltemperatur:
1.3. Kennwerte bei 25°C
1.3.1.  Kollektor-Reststrom:
13.2. Emitter-Reststrom:
1.33. Grenzfrequenz:
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
1.3.5. Wechselstrom-Verstarker-Faktor:
1.3.6.  Kollektor-Sattigungsspannung:
1.3.7.- Basis-Sattigungsspannung:
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
1.3.10. Wairme-innenwiderstand:
1.3.11. Wiérmewiderstand:
1.4.
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Formel- Wert MeBbedingung
zeichen
Ucso é0 v, — ©C
Uceo 64 vV]e= —-c°C
Ueso 7 vie= —cc
Ic 250 m A | §,= — °C
Pyot 155 mW | 8,= #5 °C
0 200 °C *
9 200 °C
o — =
icso 3nA bis 50n A Ucp =65 v . _
Icso €10 uA | Ug=65 V.9,= 150 °C
lepo 2nf bis 50nA Ugpg = ¢ %
fr 170 MMz | U =10 Vg = S50mAt= 50 MHz
B >15 Ug=1 V.ic = 250mA
hre - Ug=— Vilc= — Af= — Ktz
Ucesar o1 V]l =50mAig= 5 mA
Ucksot 03 bis 06 V | lIc =250mAly = 25 mA
UBEwl £1 v 'C = 25007/\. ‘a = 25 mA
Ces £4 PF | Ug=10 Vig= — Aft= — Mrz
Ces £17 PF | Ugp=05 Vic= — Af= —— MM
RinG — °C/mW :
Ryhy <1  °C/mw
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